
АНОТАЦІЯ 

 

Сонячні елементи на III-нітридних структурах з темплетними шарами: 

дипломна робота бакалавра. / Денисюк П.В., група ДП-41, напрям «6.050801 Мікро- 

та наноелектроніка». Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», кафедра мікроелектроніки. 2018р. 

Дипломна робота обсягом 59 ст., містить 29 ілюстративних матеріалів, 4 

таблиці та 15 інформаційних джерел за переліком посилань. 

Об’єктом та предметом дослідження являються сонячні елементи. 

Метою роботи являється дослідження вольт-амперних характеристик 

декількох зразків сонячних елементів та визначення їх коефіцієнта корисної дії. 

Дослідження проводилось за допомогою джерела світла, вольтметра та 

амперметра. 

Сонячні елементи на III-нітридних структурах — альтернатива найбільш 

розповсюдженим сьогодні кремнієвим елементам, яка має значні конкурентні 

переваги. Результатами роботи є отримані за експериментальними даними вольт-

амперні характеристики чотирьох досліджуваних зразків сонячних панелей та 

розраховані за ними коефіцієнти заповнення та корисної дії. 

Ключові слова: сонячні елементи, III-нітридні структури, темплетні шари, 

AIIIBV, епітаксія, установка MOCVD, коефіцієнт корисної дії. 
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SUMMARY 

 

III-nitride solar cells with template layers: graduate work of a bachelor’s degree. / 

Denysiuk P.V., group DP-41, the direction of training «6.050801 Micro and 

nanoelectronics». The National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute», Department of Microelectronics. 2018. 

Graduate work has 59 pages, contains 29 illustrative materials, 4 tables and 15 

information sources in the list of references. 

The object and subject of research are solar cells. 

The purpose of the work is analysis of current-voltage characteristic of several 

samples of solar cells and calculation of energy conversion efficiency. 

My research was carried out using light source, ammeter and voltmeter. 

III-nitride solar cells are an alternative technology to common silicon solar cells 

because elements based on nitrides have several advantages. The results of the work are 

current-voltage characteristics of four samples of solar cells and fill factors and energy 

conversion efficiencies calculated from the experimental data. 

Keywords: solar cells, III-nitride structures, template layers, AIIIBV, epitaxy, 

MOCVD installation, energy conversion efficiency. 
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